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当研究室では、2000 年代初頭から、近接場光学顕微鏡（scanning near-field optical microscopy, 
SNOM）を基礎光物性評価のための重要なツールとして位置付けて装置開発に取り組み、10 nmの空間











米国のベツィグ（Eric Betzig）、モーナー（William E. Moerner）、ドイツのヘル（Stephan W. Hell）の
3 氏に贈られています [2]。これらの詳細な物理機構は解説記事に譲りますが、ベツィグとモーナーによ
る手法は、光活性化局在顕微鏡法（photo-activation and localization microscopy, PALM）、ヘルによる







Pohl）らによって回折限界を超える SNOMの原型が開発されたのが 1984 年 [4]、この手法を用いて


























































その原因を探っています。図 4と図 5は、緑色（～525 nm）発光する InGaN 量子井戸での測定結果の
例です。サンプルは、サファイア（0001）基板上に有機金属気相成長法で作製した、GaN/InGaN 単一






















ると、Cモードよりも I-C および I モードで発光強度の飽和が顕




















モード［（a）, （b）, （c）］，I-C モ
ード［（d）, （e）, （f）］および I
モード［（g）, （h）, （i）］を比較
した．（a）, （d）, （g）は励起パワ
ー密度 62 W/cm2，（b）, （e）, （h）




得た］．測定範囲は 4× 4 μm2．
























図 6：I-C モード SNOMの測定結果
から再現したポテンシャル揺らぎと
輻射・非輻射中心の分布．










中の黒点線W-W’ および S-S’ 上でそれを解析したところ、W-W’ 上の場合、励起点近傍のW1では、2.35 
eV 程度の発光ピークを持つのに対し、それ以外のW2からW4では、2.40～2.45 eV とW1よりも高エ
ネルギー側にシフトすることがわかりました。このことから、発光強度が減少した原因は、ポテンシャ
ルバリヤにより移動を妨げられた励起子が、励起源近傍に多く存在したためであると考えられます。一
方、S-S’ 上の場合、発光強度が減少する S2 や S4 では、2つの発光ピークを持つスペクトル形状であり、
発光強度が一定あるいは増加する S1 や S3 では、低エネルギー側の発光ピークのみのスペクトル形状で
あることがわかりました。S2 や S4 のように高エネルギー側に発光ピークを持つ領域で発光強度が減少
した原因は、W-W’ 上と同様に、励起子の流入が妨げられて実質的な励起子数が減少したためであると





5．今後の展開 ― 深紫外 SNOMの開発
ここまでは、可視域で発光する InGaN 量子井戸構造の評価に SNOMを利用した例を紹介しました。
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